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 半導体材料であるGe(1)、GaSb、InSb(2)にイオンビームを照射するとナノからサブミクロンサイズの構造が
基板表面に形成される。これらの構造はイオンビーム照射によって導入された点欠陥の集合とスパッタリン
グによるものである。これまでの研究では、この現象を利用し、垂直方向(3)、斜め方向(4)への規則ナノ構造の
作製に成功している。本研究では、照射角度と照射量を変更し、新たな規則ナノ構造の作製を試みる。 

 サンプルには、単結晶 InSb,、Ge基板を用いた。ナノ構造作製は FIB（Focused Ion Beam）によるトップダ
ウン法（規則構造の作製）、ボトムアップ法（全面照射による点欠陥の導入及び移動による成長）の 2 つを
用いた。どちらもイオン種Ga+、加速電圧 30 kV、ビーム電流値 10～12 pAである。規則構造の作製はスポ
ット間隔 70～200 nm、照射量 1×105～1×106 ions/spot、照射角度 0°～45°で行った。全面照射は照射量 1

×1018～3×1020 ions/m2、照射角度 0°～45°で行った。構造の観察には、SEM（Scanning Electron Microscope）
を用いた。また、Google Cloud Auto ML Vision BETAによる機械学習によって構造の規則性の判定を行った。 

図にGe基板へ規則構造（0°、1×106 ions/spot、スポット間隔 70 nm）、全面照射（0°、1×1019、5×1019 

ions/m2）、規則構造（0°、5×105 ions/spot、スポット間隔 35 nm）の順で構造作製を行った結果を示す。全面
照射 5×1019 ions/m2において表面に V 字構造が形成された。V 字
構造が形成されたメカニズムとして全面照射によって形成された
構造が、規則構造作製時のスパッタリングによる分裂もしくは点欠
陥の移動の 2つが考えられる。 
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図. イオンビーム照射によるGe基板上へのV字構造の作製 


